
长龙国际股份有限公司
与新马地区、上海地区合作
启动先进的HBM半导体
COWOS的3D封装项目

https://clisemi.com/



公司简介

长龙国际设立于 2017 年 1 月，我们的团队专注于先进

封装厂的整厂输出及绿能技术开发，从技术开发到生产

实施。拥有的技术发明基础上，汇聚了一群半导体及绿

能领域的专家，确保项目技术先进性和生产高效。



公司沿革

2017 年 公司成立

2017 年至2020 年 HBM/3D封装及专利布局。

和韓國Pro Test销售额 5000 万美元/每年约150人。

及 ITEST(艾特半导体) 销售额1.2亿美元/每年约 850人。

2021 年 研发增程摩托车。

2022 年 研发电动脚踏车。

2023 年至2024年 研发无人机增程动力系统。

2025年 研发机器人动力增程背包专利。



公司组织结构



团队成员
团队 成员 学经历 其它

运营团队 5~7 人 经由董事会聘任

生产技术专家团队 50~70 人 台湾/韩国现职工程师

品质管理专家团队 15~25 人 台湾/韩国现职工程师

市场分析专家 7~9 人 台湾现职工程师

台湾技术团队成员及其经历介绍
职称 姓名 个人经历

技术总监 沈明东 超过 30 年半导体组件封装、电子电路设计、电池材料

研发经验
资深顾问 杨博士 清华大学材料科技博士学位

剑桥大学锂电池博士学位

营运执行长 林福男 大同工学院 学士

大同股份有限公司

开发、设计、生产、管理经验 35 年以上
资深工程师 王先生 首席技术总监 

开发设计经验 15 年以上

半导体封测研发经验 10 年以上



韩国 技术团队：由多名研发工程师组成， 具有丰富的

HBM技术研发和应用经验

                              

                                                 

                                               

                                                               

                                                 

                                                  

                                                  

                            

                                        

                                                 

                                                  

       

                                                    

                              

                                                                 

                                         

                                       

                                                           

                                                               

                                                   

                                   

              

                                                                                                         

                                                                                                        
                         

                                                                                            

                            

       



核心团队：包括多名在半导体行业有多年经验的技术专家和市场营

销专家，其中CTO在内存技术研发领域有超过20年的经验。



职称 姓名 个人经历

经理兼董事 GM KIM(Director) 研发部 (另带领约 10 干部成员)

经理 HJ KIM 生技部 (另带领约 50 成员)

经理 CJ Sung 量测部 (另带领约 15 成员)

经理 BHKIM 质量管理部 (另带领约 15 成员)

经理 GH Shin 设备部 (另带领约 12 成员)

韩国技术团队成员及其经历介绍



商业计划 

1. 全面的 日程

1 ）日程安排 经过 部门

2） 考虑 这 总体日程安排如下 作为 这 工厂 完成 时间表和 设备 介绍，
这是 可能的 到 缩短 这 日程。

- 它 有可能 到 缩短 这 日程 时期 当 详细的 计划 已建立 和 这 设备订购
单 已推广。



2. 投资 数量 和 必需的 区域

1 ）投资 数量（ 1 线路设置 & 附加计划）和 需要区域

2） 这 全部的 投资 是美元 5630万美元 和 这 所需面积为16 , 50 0 ㎡ 



3. 销售量 和 操作 利润

1） 销售量 和 操作 利润（基于 在 年）

2） 和 额外的 投资， 这 速度 返回 预计 到 是 大约 20％ 到期的 到 规模经济。



技术优势分析
长龙的3D PoP和3D WLP技术具有显着的替代潜力：

•  3D PoP凭借其多层堆叠和高密度互连结构，适合作为SoIC的替代⽅案，

尤其在高性能计算和 5G基站等高带宽需求的应⽤中。

•  3D WLP则以较高的良率和较简化的散热设计，能够替代WoW，

特别适合对芯片⾯积利⽤率和 密度要求较高的场景。
表：台积电先进封装⼯艺与公司技术对比

封装技术 技术全称 特点与优势 适用场景 可对比技术

CoWoS Chip-on-Wafer- 提供高带宽互连和 高性能计算、AI应

on-Substrate 高效热管理，适合 ⽤（如GPU、高性

高性能计算；常⽤ 能处理器）

于2.5D封装

InFO Integrated Fan- 无基板扇出型封 移动处理器、IoT设

Out 装，适合移动和IoT 备

设备，封装薄、信

号传输性能优越，

提升晶圆利⽤率

SoIC System on 3D堆叠封装技术， 高性能计算、5G基 长龙 3D PoP

Integrated Chips ⽀持多芯片垂直堆 站 (有FAB条件限制)

叠，带来更高系统

集成度和更低功

耗，减少延迟

WoW Wafer-on-Wafer 晶圆直接堆叠技 

术，提高芯片⾯

积 利⽤率，增强

密度 集成，适合

高密度 需求

高密度集成应⽤ 长龙 3D WLP

TSMC-3DFabric TSMC-SoIC and 集成多个封装技术 人⼯智能、5G、云

Platform TSMC-3DFabric （如SoIC、CoWoS 计算、高性能计算

Platform 和InFO），提供 应⽤

2D、2.5D和3D封

装的定制化选择，

提高整体系统性能



3D WLP 多层堆叠封装
3D WLP 多层堆叠封装在结构上融合了 WLP 和 WoW 的优势，具有较高的带宽密度和较短的互连 路径，同时在

性能与功耗之间取得平衡。其散热需求与 WoW 相当，适⽤于高性能计算、AI 芯片和 5G 基站等场景，并提供了

比单层 WLP 更高的集成度。3D WLP 的⼯艺复杂性和技术难度与 WoW 相当，生产良率也接近 WoW，使其在

高性能需求应⽤中成为 WoW 的替代⽅案，有助于满⾜数据 密集型和⼤规模量产需求。

表：长龙 3D WLP 与 WLP 和 WoW 封装技术特性对比

特性 WoW（Wafer-on- 

Wafer）

3D WLP（多层堆叠 

WLP）

WLP（Wafer Level 

Packaging）

封装⽅式 晶圆堆叠封装，将两个或 多层堆叠封装，通过在 晶圆级封装，在晶圆制造

多个完整的晶圆直接垂直 WLP基础上进⾏多层垂直 阶段直接封装芯片

堆叠 堆叠，兼具WLP的封装薄

型化特点与WoW的3D堆

叠特性

封装结构 3D堆叠封装；通过垂直 3D堆叠封装，多层结构 2D封装；单层封装在单

堆叠晶圆实现高密度集成 使芯片⾯积利⽤率提高； 一平⾯上

可通过垂直互连⽅式实现

多层电路的高效连接

集成度 高集成度；⽀持复杂系统 中高集成度；相比传统 集成度较低；适合较⼩封

级封装和高密度集成 WLP更高密度，但通常不 装尺⼨需求

及完全的3D堆叠封装如

WoW的集成度

性能特点 提供高带宽低延迟互连， 通过垂直堆叠带来较高的 较低的互连密度和带宽，

适合高性能和⼤数据吞吐 带宽密度和更短的互连路 适⽤于低功耗和中等性能

需求 径；在性能和功耗之间提 需求

供平衡，适合性能和功耗

要求适中的应⽤

散热能力 较高散热需求，适合高性 相较于单层WLP具有更高 散热能力较低，由于封装

能应⽤，通常需要更复杂 的散热需求，但由于封装 较薄适合低至中功耗设备

的散热设计 较薄通常比WoW的散热

设计更为简化，可通过外

部散热⽅案进⾏优化



特性 WoW（Wafer-on- 

Wafer）

3D WLP（多层堆叠 

WLP）

WLP（Wafer Level 

Packaging）

应⽤场景 高性能计算、AI芯片、 高性能计算、AI芯片、 移动设备、IoT、低功耗

5G基站等需要高性能的 5G基站等与WoW相同的 芯片

数据应⽤ 高性能需求应⽤，专为数

据密集型和高吞吐量场景

设计

技术难度 技术要求较高，研发和量 技术难度与WoW相当， ⼯艺较为成熟，适合⼤规

产成本较高 具有较高的⼯艺复杂性， 模量产

但基于WLP平台发展，使

其在量产稳定性上有所保

障

生产良率 量产良率相对较低，适合 生产良率与WoW相当， 高良率，已成熟应⽤于消

⼩批量高性能应⽤ 设计⽤于⼤规模量产，并 费电⼦和移动芯片生产

可作为WoW的替代⽅

案，以提供相似性能的封

装选择



专利布局
长龙的专利布局涵盖了半导体封装、低轮廓结构、散热装置及多层互连结构等核⼼领域，体现了其 在

高密度集成、散热管理和低轮廓封装等关键技术上的优势。例如，涵盖了多层集成和电⽓连接优 化⽅

法，为高性能需求提供了稳健的基础；⽽散热相关专利则确保了高集成度芯片的热管理效率。 整体布

局⽀持长龙在先进封装领域的竞争力，并有助于进一步优化其产品性能和市场覆盖。

表：与先进封装有关专利 (标记为主专利)



长龙在2002年形成了针对 substrate 的关键专利布局，锁定了

多个涉及芯片在基板上的安装⽅法与 封装结构的专利，这些早

期的创新限制了其他⼤厂的技术路线。专利相继发布，进一步

巩固了长龙 在基板相关技术的市场优势。这些专利的布局确保

了在多芯片模块的封装和安装⽅法上，长龙在⾏ 业中保持先发

地位，对其他⼤厂在相关领域的技术开发造成了显着限制。



主要专利对3D WLP和3D PoP的发展优势
作为3D WLP和3D PoP发展的关键技术布局，长龙的专利组合增强了其在多层封装中的优势：

• 提升了电⽓连接和安装精度，优化了多层封装的连接可靠性；

• 微细互连技术则在多芯片模块中提升了结构灵活性和稳定性；

• 通过简化工艺和优化电⽓连接，提⾼了3D精密封装的效率；

• 多层互连结构则专注于⾼密度需求，尤其适合3D WLP的应用。这些布局奠定了长龙在3D封装领域的稳固地位。

表：长龙主要专利内容描述及产业效果



3D封装专利清单
項目 專利號 案弓名稱

1 US7383630 Method for making a circuit plate

2 US6774473 Semiconductor chip module

3 US6420788 Method for mounting a semiconductor chip on a substrate and 
semiconductor device adapted for mounting on a substrate

4 US6437448 Semiconductor device adapted for mounting on a substrate

5 US7176573 Semiconductor device with a multi-level interconnect structure and 
method for making the same

6 I241009 一種形成玄砲凸塊的方法及具布如此形成之電凸塊的裝置

7 I292178 堆疊式半導體晶片封裝體

8 US7411285 Low profile stacked semiconductor chip package

9 ZL200510117763.5 堆疊式半導體晶片封裝體

10 US8076775 Semiconductor package and method for making the same

11 US7672130 Heat dissipating device

12 ZL201110036515.3 散熱裝置



长龙国际与新马地区、⼤陆合肥地区
合作3D封装相关项目













内存占全球半导体四分之一的产量

2024

全球半导体和内存市场



1 ZB = 1021 bytes = 1000,000,000,000 

GB

大数据显示“移动/计算应用中的广泛部署而正在创建。

数据是未来十年的新“石油”。

数据存取需求爆炸性的成长



中国的内存需求

6

隨著PC智能手機的興起，中國國內DRAM和NAND閃存消費量急劇
增加。 中國占世界記憶產量的30％左右，其中大部分都是由國外進

口製造。



NAND Flash需求



各厂3D封装技术进程



Incheon,
S. Korea

JCET Group
Corporate Headquarters  

Jiangyin, China

Fremont,  
CA

Tempe, AZ

San Diego,

CA

Morges,  
Switzerland

Singapore

Manufacturing / Test Facilities  
R&D Centers

Sales Presence

Suqian,  
China

Chuzhou, China  

Zoom in on China factory locations

全球半导体中心的战略图



2004 2006 2008 2010 2012 2014 201620022000 20202018

130nm
128 MB 90nm

512 MB

50nm  
1 GB

34nm  
4 GB

25nm  
8 GB

16nm  
16 GB

3D (48L)
32 GB

SAMSUNG NAND Wafer node scaling

120nm  
128 MB

90nm  
256 MB

70nm  
512 MB

60nm  
1 GB

50nm  
2 GB

40nm  
4 GB

19nm  
16 GB

2022

24L
3D NAND

32 GB

48L 72L 3D ReRAM

INTEL NAND Wafer node scaling

Planar NAND 3D NAND Emerging

3D NAND技术提供的扩展经济效益显著降低了

3D NAND发展进程



3D封装技术概念图



3D封装技术应用范围



各种堆栈方式应用范围



记忆替封装趋势

HVM
PoP FBGA

FBGA-PoPt-SD2(2D)  FBGA-SD4(4D+3W)FBGA-SD5(5D+2W)

LGA

L=1.4mm, T=1.2mm, V=1.0mm, W=0.8mm, U=0.65mm, X=0.50mm

FBGA-PoPt-
SD4(4D+1W)

Micro SD 4+1 SD SiP

FBGA-SD4(4D+0W) FBGA-SD6, eMMC

FBGA-PoPt-SD4

FBGA-PoPt-
SD3(3D+2W)

FBGA-SD8(8D+0W) VFBGA-SiP-SD8

WFBGA-PoPt-SD4

TFBGA-SD7,
30 um WT, 1.03mm PGK T

TFBGA-SD8,
35 um WT, 1.13mm PGK T

VFBGA-SiP-SD8

Dual Driver USB 8+1

TFBGA-SD8,
25 um WT, 1.13mm PGK T

VFBGA-MD6 VFBGA-MD7

VFBGA-SiP-SD9

22-pin Connector 9-pin Connector R LED

SD-SiP

XL/MC-eWLB

目前技术 趋势



Package Features
• LFBGA 14x18mm 152LD

• NAND Die Size : 9.7x17.1mm

• Device : 20nm Non-LowK NAND

• Wafer thickness : 60um

• Mold cap: 0.84mm

• 2-lyr / 0.13mmT laminate substrate

 Key Technologies
• 20nm NAND die

• 0.5mm overhang W/B with 60um die thickness

• 2-passes DA for the 8 dies stack

 Current Status
• HVM since 2024

LFBGA-SD8 (NAND)



内存堆栈芯片封装– MIXED (FBGA-SD6)
NAND + DDR + CONTROLLER

Package Features

• VFBGA-SD6 11.5x13mm 153LD

• Nand flash Die Size: 10.33x8.12mm

• DDR Die Size: 6.32x2.69mm

• Controller Die Size: 6.79X1.82mm

• 0.13mm, 3-lyr coreless substrate

 Key Technologies
• 0.13T odd layer substrate handing

• SSB loop for die to die and die to 
substrate

• Warpage control w/ 3L substrate

 Current Status
• HVM since 2024



FLGA-SD9 (USB)
Package Features

• FLGA 11.1x16mm

• Memory Die Size : 8.2x11.1mm

• Controller Die Size: 2.9x2.4mm

• Device : 19nm Non-LowK + 65nm Lowk 
Controller

• Wafer thickness : 68um x 8 dies + 150um 
Controller

• 2-lyr / 0.21mmT laminate substrate

Key Technologies

• 19nm NAND die

• 8-Die Stack with Die-to-die bonding

• One-pass for the 8 NAND dies stack

Current Status
• HVM



Package Features
• FBGA 11.5x13mm 221LD e-MCP

• 4.115x1.385(Controller) : 60um

• 9.647x8.070(DRAM) : 75um

• 1.208x7.171(Nand) : 60um

• 9.00x8.00 (Film spacer) : 53um

• 2-lyr / 0.41mmT laminate substrate

Key Technologies
• 60um NAND flash die

• Film spacer application

• Dolmen and NAND cascade structure

Current Status

• HVM from ‘2024

Memory Stacked-Die



Chip-to-Chip and Face-to-Face

Daughter Chip

Mother Chip

Heat spreader/sink (optional)

PCB

Microbump

Rigid or Flex Substrate

Solder Ball

Solder Bump

堆栈硅模块连接在基板上



半导体3D堆栈方式







THANK

YOU!
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